
제 공 :  Buysemi 

열열열   산산산화화화   및및및   CCCVVVDDD   SSSiiiOOO222   의의의   특특특성성성   비비비교교교표표표   
 

증 착 

(Deposition) 
플라즈마 산화 SiH4+O2 TEOS SiCl2H2+N2O 열 산화 

온도 (℃) 200 450 700 900 1000 

 구 성 SiO1.9 (H) SiO2 (H) SiO2 SiO2( Cl ) SiO2 

계단 씌우기 부적합 부적합 양호 양호 양호 

열 안정성 H를 잃음 강화 안정 Cl을 잃음 안정 

밀도 (g/cm3) 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 

굴절률 1.47 1.44 1.46 1.46 1.46 

응력 

(106dyne/cm3) 
3C – 2T 3T 1C 3C 3C 

유전강도 

(106V/cm) 
3-6 8 10 10 10 

식각률 (mm/min) 

( 100:1 H2O:HF ) 
40 6 3 3 2.5 

     유전율 상수 4.9 4.3 4.0 - 3.9 

 

각종 Wafer 공급에서 공정 서비스까지…….WWiitthh  BBuuyysseemmii  

 




